




ら，導体と導体の間隔にはフェライトペーストが充填された，期待

通りの構造を実現していることが分かった。面積は 6 000 �

6 000 µm で，基板を除いた厚みは 200～300 µm となった。導体厚

み 50 µm と 70 µm でのインダクタンス L と Q 値の周波数との関係

を Fig. 2に示す（励磁電流 0.5 mA）。5 MHz でのインダクタンス L

は 1.4～1.5 µH 



解析結果を Table 2にまとめた。磁性体の損失は測定値を用いてい

る。解析モデルの正しいことは，インダクタンス L，Q 値ともに実

験結果に近い値を再現していることから証明された。この結果によ

ると，全損質抵抗 Rtotal に対する導体の交流損失 Rac の割合は 2.4％

と低く抑えられており，本論文で提案する新規構造プレーナインダ

クタが損失低減に有効なことが解析的に示された。さらなる高性能

化を求めようとした場合，損失の大半を占めている導体の直流抵抗

Rdc と磁性体の損失 Rmag を小さくすることの有効性が，同じく

Table 2 から明らかとなった。特に，大きな直流電流がバイアスさ

れた使い方をされる場合，導体直流抵抗 Rdc を小さくすることが重

要となる。

4 まとめ

磁性層をスクリーン印刷法で形成した NiZn フェライト厚膜を用

い，かつ，電気めっき法でスパイラルコきと 磁 性 fl 直 } く す る こ ?
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